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(57)【要約】
　【課題】　有機ＥＬ素子の駆動トランジスタがｎチャ
ネル型の場合の発光輝度を安定的に制御できる画素回路
を提供する。
　【解決手段】　第１トランジスタＴ１のドレイン、ソ
ース、ゲートがデータ信号線ＳＬ、ノードＮ１、走査信
号線ＧＬに、第２トランジスタＴ２のドレイン、ソース
、ゲートがノードＮ２、ノードＮ１、ノードＮ３に、第
３トランジスタＴ３のドレイン、ソース、ゲートがアノ
ード電源線ＡＳＬ、ノードＮ２、第１制御線Ｃ１Ｌに、
第４トランジスタＴ４のドレイン、ソース、ゲートがノ
ードＮ１、ノードＮ４、第２制御線Ｃ２Ｌに、第５トラ
ンジスタＴ５のドレイン、ソース、ゲートがノードＮ２
、ノードＮ３、第３制御線Ｃ３Ｌに、第６トランジスタ
Ｔ６のドレイン、ソース、ゲートがノードＮ４、第１電
源線ＶＳＬ、第３制御線Ｃ３Ｌに、夫々接続し、容量素
子Ｃ１がノードＮ３とノードＮ４間に介装され、画素回
路２Ａが構成される。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アノード電極からカソード電極に発光電流が流れることで発光する発光素子、絶縁ゲー
ト型トランジスタの第１トランジスタと、ｎチャネル型の絶縁ゲート型トランジスタの第
２トランジスタと、第１、第２、第３及び第４スイッチ回路と、容量素子を備えてなる画
素回路であって、
　前記第１トランジスタのドレイン電極がデータ信号線と、前記第１トランジスタのソー
ス電極が第１内部ノードと、前記第１トランジスタのゲート電極が走査信号線と、夫々接
続し、
　前記第２トランジスタのドレイン電極が第２内部ノードと、前記第２トランジスタのソ
ース電極が前記第１内部ノードと、前記第２トランジスタのゲート電極が第３内部ノード
と、夫々接続し、
　前記第１スイッチ回路の一端が前記発光電流を供給するアノード電源線と、前記第１ス
イッチ回路の他端が前記第２内部ノードと、前記第１スイッチ回路の一端と他端間の導通
非導通を制御する制御端子が第１制御線と、夫々接続し、
　前記第２スイッチ回路の一端が前記第１内部ノードと、前記第２スイッチ回路の他端が
第４内部ノードと、前記第２スイッチ回路の一端と他端間の導通非導通を制御する制御端
子が第２制御線と、夫々接続し、
　前記第３スイッチ回路の一端が前記第２内部ノードと、前記第３スイッチ回路の他端が
前記第３内部ノードと、前記第３スイッチ回路の一端と他端間の導通非導通を制御する制
御端子が前記走査信号線または第３制御線と、夫々接続し、
　前記第４スイッチ回路の一端が前記第４内部ノードと、前記第４スイッチ回路の他端が
第１電源線または前記アノード電源線と、前記第４スイッチ回路の一端と他端間の導通非
導通を制御する制御端子が前記走査信号線または前記第３制御線と、夫々接続し、
　前記容量素子の一端が前記第３内部ノードと、前記容量素子の他端が前記第４内部ノー
ドと、夫々接続し、
　前記発光素子のアノード電極が、前記第４内部ノードと接続して、構成され、
　前記容量素子に２階調以上の画素データに応じた電圧を保持させ、前記発光素子に前記
画素データに応じた前記発光電流を流して発光させる書き込み発光動作の動作期間が、初
期設定期間とデータ書き込み期間と発光期間の３つの連続する期間を順番に備え、
　前記走査信号線、前記データ信号線、前記第１乃至第３制御線に印加する電圧を制御す
ることにより、
　前記初期設定期間に、前記第１及び第２トランジスタの少なくとも何れか一方及び前記
第２スイッチ回路がオフ状態となり、前記第１、第３及び第４スイッチ回路がオン状態と
なり、
　前記データ書き込み期間に、前記第１トランジスタと前記第３及び第４スイッチ回路が
オン状態となり、前記第１及び第２スイッチ回路がオフ状態となり、前記データ信号線に
前記画素データに対応した輝度電圧が印加され、
　前記発光期間に、前記第１トランジスタと前記第３及び第４スイッチ回路がオフ状態と
なり、前記第１及び第２スイッチ回路がオン状態となることを特徴とする画素回路。
【請求項２】
　前記初期設定期間に、前記第３内部ノードの電圧が前記輝度電圧の最大値に前記第２ト
ランジスタの閾値電圧を加えた電圧以上の所定の第１初期電圧となり、前記第４内部ノー
ドの電圧が所定の第２初期電圧となり、
　前記データ書き込み期間に、前記第１内部ノードの電圧が前記輝度電圧となり、前記第
３内部ノードの電圧が前記第１初期電圧から前記輝度電圧に前記第２トランジスタの閾値
電圧を加えた書き込み電圧に遷移し、前記容量素子の両端に前記書き込み電圧から前記第
２初期電圧を差し引いた書き込み差電圧が保持され、
　前記発光期間に、前記第２トランジスタに前記書き込み差電圧に応じた前記発光電流が
流れることを特徴とする請求項１に記載の画素回路。
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【請求項３】
　前記初期設定期間に、前記第１トランジスタがオン状態となり、前記データ信号線に第
３初期電圧が印加され、前記第１内部ノードの電圧が前記第３初期電圧となることで、前
記第２トランジスタがオフ状態になることを特徴とする請求項１または２に記載の画素回
路。
【請求項４】
　前記第３及び第４スイッチ回路の制御端子が前記第３制御線と夫々接続する回路構成の
場合、
　前記初期設定期間に、前記走査信号線に印加される電圧によって前記第１トランジスタ
がオフ状態となり、前記第３制御線に印加される電圧によって前記第３及び第４スイッチ
回路がオン状態となることを特徴とする請求項１または２に記載の画素回路。
【請求項５】
　前記第３及び第４スイッチ回路の制御端子が前記走査信号線と夫々接続する回路構成の
場合、
　前記初期設定期間に、前記走査信号線に印加される電圧によって前記第１トランジスタ
と前記第３及び第４スイッチ回路がオン状態となることを特徴とする請求項３に記載の画
素回路。
【請求項６】
　前記第３及び第４スイッチ回路の何れか一方の制御端子が前記走査信号線と接続し、何
れか他方の制御端子が前記第３制御線と接続する回路構成の場合、
　前記初期設定期間に、前記走査信号線に印加される電圧によって前記第３及び第４スイ
ッチ回路の何れか一方と前記第１トランジスタがオン状態となり、前記第３制御線に印加
される電圧によって前記第３及び第４スイッチ回路の何れか他方がオン状態となることを
特徴とする請求項３に記載の画素回路。
【請求項７】
　前記第４スイッチ回路の他端が前記アノード電源線と接続する回路構成の場合、
　前記初期設定期間と前記データ書き込み期間に、前記発光素子のカソード電極に第４初
期電圧が印加され、前記発光素子が順バイアス状態とならないことを特徴とする請求項１
～６の何れか１項に記載の画素回路。
【請求項８】
　前記第１乃至第４スイッチ回路が、絶縁ゲート型トランジスタで構成されていることを
特徴とする請求項１～７の何れか１項に記載の画素回路。
【請求項９】
　請求項１～８の何れか１項に記載の画素回路を行方向及び列方向に夫々複数配置してな
る画素回路アレイと、前記画素回路アレイを駆動する駆動回路部を備えてなる表示装置で
あって、
　前記画素回路が、前記第３制御線を備えず、前記第３及び第４スイッチ回路の制御端子
が前記走査信号線と夫々接続する回路構成の場合、
　前記駆動回路部が、少なくとも、
　前記画素回路アレイの行毎に設けられた行方向に延伸する複数の前記走査信号線を各別
に駆動する走査信号線駆動回路と、
　前記画素回路アレイの行毎に設けられた行方向に延伸する複数の前記第１制御線を各別
に駆動する第１制御線駆動回路と、
　前記画素回路アレイの行毎に設けられた行方向に延伸する複数の前記第２制御線を各別
に駆動する第２制御線駆動回路と、
　前記画素回路アレイの列毎に設けられた列方向に延伸する複数の前記データ信号線を各
別に駆動するデータ信号線駆動回路と、を備えて構成され、
　前記画素回路が、前記第３制御線を備え、前記第３及び第４スイッチ回路の制御端子が
前記第３制御線と夫々接続する回路構成の場合、
　前記駆動回路部が、更に、前記画素回路アレイの行毎に設けられた行方向に延伸する複
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数の前記第３制御線を各別に駆動する第３制御線駆動回路を備えることを特徴とする表示
装置。
【請求項１０】
　前記画素回路が、前記第４スイッチ回路の他端が前記アノード電源線と接続する回路構
成の場合、
　前記画素回路アレイ内の同一行の前記画素回路の前記カソード電極が行方向に延伸する
共通のカソード電源線に接続し、
　前記駆動回路部が、更に、前記画素回路アレイの行毎に設けられた行方向に延伸する複
数の前記カソード電源線を各別に駆動するカソード電源線駆動回路を備えることを特徴と
する請求項９に記載の表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、アノード電極からカソード電極に発光電流が流れることで発光する発光素子
を備えた画素回路及び表示装置に関し、特にアクティブマトリックス型の有機ＥＬ表示装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬ表示装置では、有機ＥＬ素子であるＯＬＥＤ（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　
Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）に流れる発光電流を制御することにより、発光輝度が調
整される。アクティブマトリックス型の有機ＥＬ表示装置では、画素回路内に、当該発光
電流をゲート電圧によって制御してＯＬＥＤを駆動する駆動トランジスタと、データ信号
線から供給される発光輝度を多階調に調整するための輝度電圧を当該駆動トランジスタの
ゲート電極に転送する転送トランジスタを備える。駆動トランジスタと転送トランジスタ
は、絶縁ゲート型の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）で形成される。
【０００３】
　駆動トランジスタは、図１３に示すように、ｐチャネル型ＴＦＴを使用する場合と、ｎ
チャネル型ＴＦＴを使用する場合がある。ｎチャネル型ＴＦＴを使用する場合には、ＯＬ
ＥＤの発光を高効率で安定して実現するために、ＯＬＥＤの透明電極の仕事関数の制約か
ら、一般的に、ソース電極をＯＬＥＤのアノード電極と接続したソースフォロア回路とな
る。
【０００４】
　駆動トランジスタが、ｐチャネル型ＴＦＴの場合は、ゲート・ソース間の電圧を一定に
保持し、飽和領域で動作させることで定電流源として機能させることができる。従って、
当該ｐチャネル型ＴＦＴで駆動されるＯＬＥＤは、ＯＬＥＤの電流電圧特性が経時変化に
よって変動しても、駆動トランジスタのゲート電圧に応じた一定電流で駆動されるため、
ＯＬＥＤを一定の輝度で発光させることができる。
【０００５】
　一方、駆動トランジスタが、ｎチャネル型ＴＦＴの場合は、上述のようにソースフォロ
ア回路となるため、ＯＬＥＤの電流電圧特性が経時変化により変動すると、駆動トランジ
スタのソース電位も変動し、ゲート・ソース間の電圧を一定に保持できなくなる。この結
果、駆動トランジスタのゲート電圧に応じた一定電流でＯＬＥＤを駆動することが困難と
なる。
【０００６】
　更に、駆動トランジスタが、ｐチャネル型ＴＦＴとｎチャネル型ＴＦＴの何れであって
も、ＴＦＴの閾値電圧に変動やバラツキが生じると、駆動トランジスタのゲート電圧が同
じでも、画素回路によって駆動される発光電流に変動やバラツキが生じ、発光輝度にバラ
ツキが生じてしまう。
【０００７】
　駆動トランジスタがｎチャネル型ＴＦＴの場合は、ＴＦＴを構成する半導体材料として
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多様な選択肢があり、ｐチャネル型ＴＦＴを使用する場合と比較して種々の利点が存在す
るが、安定的に発光輝度を制御するには、上述のＯＬＥＤの電流電圧特性の経時変化やＴ
ＦＴの閾値電圧の変動及びバラツキに対処する必要がある。
【０００８】
　駆動トランジスタとしてｎチャネル型ＴＦＴを使用する場合の当該問題を解決するため
に、例えば、下記の特許文献１に開示された画素回路では、図１４（特許文献１の図２、
図７に相当）に示す回路構成を採用している。当該従来の画素回路１００は、図１４に示
すように、ＯＬＥＤと、転送トランジスタＱ１、駆動トランジスタＱ２、スイッチトラン
ジスタＱ３、第1検知トランジスタＱ４、第２検知トランジスタＱ５、保持容量Ｃ１を備
えて構成され、当該５つのトランジスタは全てｎチャネル型ＴＦＴで構成されている。以
下、図１４に示す画素回路の動作について、図１５を参照して簡単に説明する。
【０００９】
　先ず、図１５に示すように、初期設定ステップ（Ｓ１）において、転送トランジスタＱ
１をオフ状態にして、第１及び第２検知トランジスタＱ４，Ｑ５とスイッチトランジスタ
Ｑ３をオン状態にして、駆動トランジスタＱ２のゲート電圧ＶＱ２ｇとソース電圧ＶＱ２
ｓを夫々、初期電位Ｖｏｆｓと基準電位Ｖｓｓに設定する。引き続き、閾値電圧設定ステ
ップ（Ｓ２）において、第1検知トランジスタＱ４をオフにすると、駆動トランジスタＱ
２のソース電極（ＯＬＥＤのアノード電極）が、スイッチトランジスタＱ３とゲート電圧
ＶＱ２ｇが初期電位Ｖｏｆｓに設定された駆動トランジスタＱ２によって充電され、電圧
値が、初期電位Ｖｏｆｓから駆動トランジスタＱ２の閾値電圧ＶＱ２ｔｈだけ低い電圧（
Ｖｏｆｓ－ＶＱ２ｔｈ）に至る。つまり、駆動トランジスタＱ２のゲート・ソース間の電
圧ＶＱ２ｇｓが閾値電圧ＶＱ２ｔｈとなる。この時点で、スイッチトランジスタＱ３と第
２検知トランジスタＱ５を順次オフ状態にする。引き続き、書き込みステップ（Ｓ３）に
おいて、転送トランジスタＱ１を一定期間オン状態にして、信号線ＤＴＬから信号電圧Ｖ
ｓｉｇを駆動トランジスタＱ２のゲート電極に書き込む。これにより、駆動トランジスタ
Ｑ２のゲート・ソース間に設けられた保持容量Ｃ１に、電圧（Ｖｓｉｇ＋ＶＱ２ｔｈ－Ｖ
ｏｆｓ）が保持される。引き続き、発光ステップ（Ｓ４）において、スイッチトランジス
タＱ３をオン状態にすると、ＯＬＥＤに発光電流が流れ始め、駆動トランジスタＱ２のソ
ース電極（ＯＬＥＤのアノード電極）が、電圧（Ｖｏｆｓ－ＶＱ２ｔｈ）からＯＬＥＤの
電流電圧特性と平衡する電圧まで上昇するが、保持容量Ｃ１によって、駆動トランジスタ
Ｑ２のゲート・ソース間の電圧は、電圧（Ｖｓｉｇ＋ＶＱ２ｔｈ－Ｖｏｆｓ）に維持され
る。この結果、ＯＬＥＤの電流電圧特性の経時変化やＴＦＴの閾値電圧の変動及びバラツ
キに対処でき、安定的にＯＬＥＤの発光輝度を制御できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００６－２４３５２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかし、図１４に示す従来の画素回路１００の回路構成では、以下に指摘する問題があ
る。図１５に示す閾値電圧設定ステップ（Ｓ２）において、駆動トランジスタＱ２のソー
ス電極（ＯＬＥＤのアノード電極）の電圧値が、初期電位Ｖｏｆｓから電圧（Ｖｏｆｓ－
ＶＱ２ｔｈ）まで上昇するが、このとき、駆動トランジスタＱ２のソース電極（ＯＬＥＤ
のアノード電極）には、保持容量Ｃ１以外にＯＬＥＤの寄生容量Ｃｅｌも存在するため、
これらの容量を、駆動トランジスタＱ２を介して充電する必要がある。しかし、充電対象
の容量が保持容量Ｃ１と寄生容量Ｃｅｌの合計となり大きくなるのに対し、ＯＬＥＤの発
光電流が１０ｎＡと小さいため、発光電流が必要以上に流れないように、トランジスタサ
イズの調整等によって、駆動トランジスタＱ２の移動度を設定している。この結果、閾値
電圧設定ステップ（Ｓ２）における当該容量の充電時間が長期化する。
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【００１２】
　更に、図１５に示す書き込みステップ（Ｓ３）において、駆動トランジスタＱ２のゲー
ト電極とＯＬＥＤのカソード電極間に、保持容量Ｃ１と寄生容量Ｃｅｌが直列に接続され
るため、ゲート電極に書き込まれる信号電圧Ｖｓｉｇの電圧遷移（Ｖｓｉｇ－Ｖｏｆｓ）
は、当該直列接続した保持容量Ｃ１と寄生容量Ｃｅｌによって容量分割され、駆動トラン
ジスタＱ２のソース電極にノイズ成分として重畳される。結果として、駆動トランジスタ
Ｑ２のゲート・ソース間の電圧を精度良く制御できず、安定的なＯＬＥＤの発光輝度制御
の阻害要因となる。
【００１３】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、アノード電極からカソ
ード電極に発光電流が流れることで発光する発光素子を駆動するトランジスタがｎチャネ
ル型の場合において発光輝度を安定的に制御できる画素回路及び表示装置を提供する点に
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するため、本発明は、アノード電極からカソード電極に発光電流が流れ
ることで発光する発光素子、絶縁ゲート型トランジスタの第１トランジスタと、ｎチャネ
ル型の絶縁ゲート型トランジスタの第２トランジスタと、第１、第２、第３及び第４スイ
ッチ回路と、容量素子を備えてなる画素回路であって、
　前記第１トランジスタのドレイン電極がデータ信号線と、前記第１トランジスタのソー
ス電極が第１内部ノードと、前記第１トランジスタのゲート電極が走査信号線と、夫々接
続し、
　前記第２トランジスタのドレイン電極が第２内部ノードと、前記第２トランジスタのソ
ース電極が前記第１内部ノードと、前記第２トランジスタのゲート電極が第３内部ノード
と、夫々接続し、
　前記第１スイッチ回路の一端が前記発光電流を供給するアノード電源線と、前記第１ス
イッチ回路の他端が前記第２内部ノードと、前記第１スイッチ回路の一端と他端間の導通
非導通を制御する制御端子が第１制御線と、夫々接続し、
　前記第２スイッチ回路の一端が前記第１内部ノードと、前記第２スイッチ回路の他端が
第４内部ノードと、前記第２スイッチ回路の一端と他端間の導通非導通を制御する制御端
子が第２制御線と、夫々接続し、
　前記第３スイッチ回路の一端が前記第２内部ノードと、前記第３スイッチ回路の他端が
前記第３内部ノードと、前記第３スイッチ回路の一端と他端間の導通非導通を制御する制
御端子が前記走査信号線または第３制御線と、夫々接続し、
　前記第４スイッチ回路の一端が前記第４内部ノードと、前記第４スイッチ回路の他端が
第１電源線または前記アノード電源線と、前記第４スイッチ回路の一端と他端間の導通非
導通を制御する制御端子が前記走査信号線または前記第３制御線と、夫々接続し、
　前記容量素子の一端が前記第３内部ノードと、前記容量素子の他端が前記第４内部ノー
ドと、夫々接続し、
　前記発光素子のアノード電極が、前記第４内部ノードと接続して、構成され、
　前記容量素子に２階調以上の画素データに応じた電圧を保持させ、前記発光素子に前記
画素データに応じた前記発光電流を流して発光させる書き込み発光動作の動作期間が、初
期設定期間とデータ書き込み期間と発光期間の３つの連続する期間を順番に備え、
　前記走査信号線、前記データ信号線、前記第１乃至第３制御線に印加する電圧を制御す
ることにより、
　前記初期設定期間に、前記第１及び第２トランジスタの少なくとも何れか一方及び前記
第２スイッチ回路がオフ状態となり、前記第１、第３及び第４スイッチ回路がオン状態と
なり、
　前記データ書き込み期間に、前記第１トランジスタと前記第３及び第４スイッチ回路が
オン状態となり、前記第１及び第２スイッチ回路がオフ状態となり、前記データ信号線に
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前記画素データに対応した輝度電圧が印加され、
　前記発光期間に、前記第１トランジスタと前記第３及び第４スイッチ回路がオフ状態と
なり、前記第１及び第２スイッチ回路がオン状態となることを第１の特徴とする画素回路
を提供する。
【００１５】
　上記第１の特徴の画素回路では、前記初期設定期間に、前記第３内部ノードの電圧が前
記輝度電圧の最大値に前記第２トランジスタの閾値電圧を加えた電圧以上の所定の第１初
期電圧となり、前記第４内部ノードの電圧が所定の第２初期電圧となり、前記データ書き
込み期間に、前記第１内部ノードの電圧が前記輝度電圧となり、前記第３内部ノードの電
圧が前記初期電圧から前記輝度電圧に前記第２トランジスタの閾値電圧を加えた書き込み
電圧に遷移し、前記容量素子の両端に前記書き込み電圧から前記第２初期電圧を差し引い
た書き込み差電圧が保持され、前記発光期間に、前記第２トランジスタに前記書き込み差
電圧に応じた前記発光電流が流れる。
【００１６】
　更に、上記第１の特徴の画素回路は、前記初期設定期間に、前記第１トランジスタがオ
ン状態となり、前記データ信号線に第３初期電圧が印加され、前記第１内部ノードの電圧
が前記第３初期電圧となることで、前記第２トランジスタがオフ状態になることを第２の
特徴とする。
【００１７】
　更に、上記第１の特徴の画素回路は、前記第３及び第４スイッチ回路の制御端子が前記
第３制御線と夫々接続する回路構成の場合、前記初期設定期間に、前記走査信号線に印加
される電圧によって前記第１トランジスタがオフ状態となり、前記第３制御線に印加され
る電圧によって前記第３及び第４スイッチ回路がオン状態となることを第３の特徴とする
。
【００１８】
　更に、上記第２の特徴の画素回路は、前記第３及び第４スイッチ回路の制御端子が前記
走査信号線と夫々接続する回路構成の場合、前記初期設定期間に、前記走査信号線に印加
される電圧によって前記第１トランジスタと前記第３及び第４スイッチ回路がオン状態と
なることを第４の特徴とする。
【００１９】
　更に、上記第２の特徴の画素回路は、前記第３及び第４スイッチ回路の何れか一方の制
御端子が前記走査信号線と接続し、何れか他方の制御端子が前記第３制御線と接続する回
路構成の場合、前記初期設定期間に、前記走査信号線に印加される電圧によって前記第３
及び第４スイッチ回路の何れか一方と前記第１トランジスタがオン状態となり、前記第３
制御線に印加される電圧によって前記第３及び第４スイッチ回路の何れか他方がオン状態
となることを第５の特徴とする。
【００２０】
　更に、上記何れかの特徴の画素回路において、前記第４スイッチ回路の他端が前記アノ
ード電源線と接続する回路構成の場合、前記初期設定期間と前記データ書き込み期間に、
前記発光素子のカソード電極に第４初期電圧が印加され、前記発光素子が順バイアス状態
とならないことが好ましい。
【００２１】
　更に、上記何れかの特徴の画素回路において、前記第１乃至第４スイッチ回路が、絶縁
ゲート型トランジスタで構成されていることが好ましい。
【００２２】
　更に、上記目的を達成するため、本発明は、上記何れかの特徴の画素回路を行方向及び
列方向に夫々複数配置してなる画素回路アレイと、前記画素回路アレイを駆動する駆動回
路部を備えてなる表示装置であって、
　前記画素回路が、前記第３制御線を備えず、前記第３及び第４スイッチ回路の制御端子
が前記走査信号線と夫々接続する回路構成の場合、
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　前記駆動回路部が、少なくとも、前記画素回路アレイの行毎に設けられた行方向に延伸
する複数の前記走査信号線を各別に駆動する走査信号線駆動回路と、前記画素回路アレイ
の行毎に設けられた行方向に延伸する複数の前記第１制御線を各別に駆動する第１制御線
駆動回路と、前記画素回路アレイの行毎に設けられた行方向に延伸する複数の前記第２制
御線を各別に駆動する第２制御線駆動回路と、前記画素回路アレイの列毎に設けられた列
方向に延伸する複数の前記データ信号線を各別に駆動するデータ信号線駆動回路と、を備
えて構成され、
　前記画素回路が、前記第３制御線を備え、前記第３及び第４スイッチ回路の制御端子が
前記第３制御線と夫々接続する回路構成の場合、
　前記駆動回路部が、更に、前記画素回路アレイの行毎に設けられた行方向に延伸する複
数の前記第３制御線を各別に駆動する第３制御線駆動回路を備えることを特徴とする表示
装置を提供する。
【００２３】
　更に、上記特徴の表示装置において、前記画素回路が、前記第４スイッチ回路の他端が
前記アノード電源線と接続する回路構成の場合、前記画素回路アレイ内の同一行の前記画
素回路の前記カソード電極が行方向に延伸する共通のカソード電源線に接続し、前記駆動
回路部が、更に、前記画素回路アレイの行毎に設けられた行方向に延伸する複数の前記カ
ソード電源線を各別に駆動するカソード電源線駆動回路を備えることが好ましい。
【発明の効果】
【００２４】
　上記画素回路及び表示装置によれば、画素回路が上記した何れの回路構成であっても、
初期設定期間に、第１及び第２トランジスタの少なくとも何れか一方がオフ状態となり、
前記アノード電源線から前記データ信号線に至る電流経路が遮断されるため、ＯＬＥＤの
駆動トランジスタである第２トランジスタのゲート電極である第３内部ノードの電圧ＶＮ
３を、前記アノード電源線の電圧Ｖｄｄ（第１初期電圧）に設定することができる。電圧
Ｖｄｄは予め、輝度電圧Ｖｐｄの最大値Ｖｐｄｍａｘに第２トランジスタの閾値電圧Ｖｔ
ｈ２を加えた電圧（Ｖｐｄｍａｘ＋Ｖｔｈ２）に設定することができる。更に、データ書
き込み期間において、第２トランジスタのソース電極である第１内部ノードの電圧ＶＮ１
を、輝度電圧Ｖｐｄに設定し、且つ、第３内部ノードの電圧ＶＮ３を、前記初期設定期間
に設定された電圧値から輝度電圧Ｖｐｄに第２トランジスタの閾値電圧Ｖｔｈ２を加えた
書き込み電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２）に遷移させることができる。つまり、第１内部ノード
への輝度電圧の書き込みと、第２トランジスタのゲート電極とソース電極間の電圧を閾値
電圧Ｖｔｈ２に設定することができる。ところで、第４内部ノードは第１電源線の電圧Ｖ
ｓｓまたはアノード電源線の電圧Ｖｄｄ（第２初期電圧）に設定されているので、容量素
子の両端には、書き込み電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２）から第２初期電圧（ＶｓｓまたはＶｄ
ｄ）を差し引いた書き込み差電圧Ｖｈｌｄ（＝Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２－Ｖｓｓ、または、Ｖｐ
ｄ＋Ｖｔｈ２－Ｖｄｄ）が保持される。初期設定期間及びデータ書き込み期間を通して第
２スイッチ回路が非導通状態であるので、第１内部ノード側からＯＬＥＤに発光電流が流
れるのが阻止されている。但し、初期設定期間及びデータ書き込み期間を通して、第４内
部ノードにアノード電源線の電圧Ｖｄｄが供給される場合には、ＯＬＥＤにカソード電極
に第４初期電圧を印加してＯＬＥＤに発光電流が流れるのを阻止できる。
【００２５】
　更に、発光期間において、第１及び第２スイッチ回路が導通状態となり、アノード電源
線から駆動トランジスタである第２トランジスタを介してＯＬＥＤに発光電流が流れる。
発光電流が流れると、第２スイッチ回路を介して短絡した第１内部ノードと第４内部ノー
ドの電圧が上昇するが、容量素子の両端に電圧Ｖｈｌｄが保持されているので、第４内部
ノードの電圧上昇に追従して、第２トランジスタのゲート電圧（第３内部ノードの電圧）
も上昇する。第２スイッチ回路に発光電流が流れて電圧降下が発生するが、当該電圧降下
を十分に低電圧に抑えておけば、第２トランジスタのゲート電圧（第３内部ノードの電圧
）と第２トランジスタのソース電極（第１内部ノード）との間の電圧差（ゲート・ソース
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間電圧）は、上記電圧Ｖｈｌｄと略等しい電圧に維持される。アノード電源線に印加する
電圧Ｖｄｄを調整して、第２トランジスタを飽和領域で動作させると、第２トランジスタ
に流れる発光電流は、電圧（Ｖｈｌｄ－Ｖｔｈ２）の二乗、つまり、電圧（Ｖｐｄ－Ｖｓ
ｓ）の二乗、または、電圧（Ｖｐｄ－Ｖｄｄ）の二乗に比例する電流となるため、第２ト
ランジスタの閾値電圧のバラツキ、及び、ＯＬＥＤの電気的特性のバラツキによるアノー
ド電極（第４内部ノード）の電圧変動の影響を受けずに、輝度電圧Ｖｐｄに応じて定まる
ため、ＯＬＥＤの発光輝度を、輝度電圧Ｖｐｄに応じて安定的に制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の表示装置の第１実施形態の概略構成を示すブロック図
【図２】本発明の画素回路の第１実施形態の回路構成を示す等価回路図
【図３】図２に示す画素回路に使用される有機ＥＬ素子の積層構造の一例を模式的に示す
要部断面図
【図４】図１に示す画素回路アレイに対する書き込み発光動作の動作手順を示すタイミン
グ図
【図５】本発明の表示装置の第２実施形態の概略構成を示すブロック図
【図６】本発明の画素回路の第２実施形態の回路構成を示す等価回路図
【図７】図５に示す画素回路アレイに対する書き込み発光動作の動作手順を示すタイミン
グ図
【図８】本発明の表示装置の第３実施形態の概略構成を示すブロック図
【図９】本発明の画素回路の第３実施形態の回路構成を示す等価回路図
【図１０】図８に示す画素回路アレイに対する書き込み発光動作の動作手順を示すタイミ
ング図
【図１１】本発明の画素回路の第４実施形態の回路構成を示す等価回路図
【図１２】本発明の表示装置の第４実施形態の概略構成を示すブロック図
【図１３】従来の有機ＥＬ表示装置の画素回路の一例を示す等価回路図
【図１４】特許文献１に開示された有機ＥＬ表示装置の画素回路を示す等価回路図
【図１５】図１４に示す画素回路の動作手順を示すタイミング図
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の表示装置（以下、単に表示装置と称す）と本発明の画素回路（以下、単に画素
回路と称す）の各実施形態の回路構成及びその動作について、図面を参照して説明する。
【００２８】
　［第１実施形態］
　図１に、第１実施形態に係る表示装置１Ａの概略構成を示す。表示装置１Ａは、画素回
路アレイ１０Ａ、表示制御回路１１、ソースドライバ１２、ゲートドライバ１３、及び、
制御線ドライバ１４を備える。画素回路アレイ１０Ａは、アクティブマトリクス基板上に
、画素回路２Ａを行方向及び列方向に夫々複数配置して構成される。尚、図１では、図面
が煩雑になるのを避けるため、画素回路２Ａはブロック化して表示している。
【００２９】
　図２に、第１実施形態に係る画素回路２Ａの等価回路図を示す。図２に示すように、画
素回路２Ａは、有機ＥＬ素子（以下、「ＯＬＥＤ」と称す）３と、第１乃至第６トランジ
スタＴ１～Ｔ６と、容量素子Ｃ１を備えて構成される。各画素回路２Ａを構成する上記の
各素子は、同じアクティブマトリクス基板上に形成される。
【００３０】
　第１トランジスタＴ１は、オン状態において、ソース線ＳＬから供給される輝度電圧Ｖ
ｐｄを第１内部ノードＮ１に転送するトランジスタで、ドレイン電極がソース線ＳＬと、
ソース電極が第１内部ノードＮ１と、ゲート電極がゲート線ＧＬと、夫々接続している。
第２トランジスタＴ２は、ゲート電極とソース電極間の発光制御電圧Ｖｇｓ２に応じてＯ
ＬＥＤ３に流れる発光電流を制御する駆動トランジスタで、ドレイン電極が第２内部ノー
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ドＮ２と、ソース電極が第１内部ノードＮ１と、ゲート電極が第３内部ノードＮ３と、夫
々接続している。第３トランジスタ（第１スイッチ回路に相当）Ｔ３は、発光電流を供給
するアノード電源線ＡＳＬと第２内部ノードＮ２間を短絡するスイッチ素子で、ドレイン
電極がアノード電源線ＡＳＬと、ソース電極が第２内部ノードＮ２と、ゲート電極が第１
制御線Ｃ１Ｌと、夫々接続している。第４トランジスタ（第２スイッチ回路に相当）Ｔ４
は、第１内部ノードＮ１とＯＬＥＤ３のアノード電極と接続する第４内部ノードＮ４間を
短絡するスイッチ素子で、ドレイン電極が第１内部ノードＮ１と、ソース電極が第４内部
ノードＮ４と、ゲート電極が第２制御線Ｃ２Ｌと、夫々接続している。第５トランジスタ
（第３スイッチ回路に相当）Ｔ５は、第２内部ノードＮ２と第３内部ノードＮ３間を短絡
するスイッチ素子で、ドレイン電極が第２内部ノードＮ１と、ソース電極が第３内部ノー
ドＮ３と、ゲート電極が第３制御線Ｃ３Ｌと、夫々接続している。第６トランジスタ（第
４スイッチ回路に相当）Ｔ６は、第４内部ノードＮ４と第１電源線ＶＳＬ間を短絡するス
イッチ素子で、ドレイン電極が第４内部ノードＮ４と、ソース電極が第１電源線ＶＳＬと
、ゲート電極が第３制御線Ｃ３Ｌと、夫々接続している。容量素子Ｃ１は、第３内部ノー
ドＮ３と第４内部ノードＮ４間に介装されている。ＯＬＥＤ３のカソード電極は、他の画
素回路２Ａと共通に、カソード電源線ＣＳＬに接続し、所定の基準電圧ＶＥ０が印加され
る。
【００３１】
　以下の説明では、第１電源線ＶＳＬに印加される電圧Ｖｓｓ及びカソード電極に印加さ
れる基準電圧ＶＥ０が夫々接地電圧（０Ｖ）である場合を想定する。アノード電源線ＡＳ
Ｌに印加される電圧Ｖｄｄは、図示しない電源回路から供給される。
【００３２】
　本実施形態では、第１乃至第６トランジスタＴ１～Ｔ６は、何れも、アクティブマトリ
クス基板（ＴＦＴ基板）上に形成されるｎチャネル型の絶縁ゲート型薄膜トランジスタで
、特に、ＩｎＧａＺｎＯ等の酸化物半導体の薄膜トランジスタで構成される。
【００３３】
　図３に、各画素回路２ＡのＯＬＥＤ３の概略の積層構造を模式的に示す。図３では、隣
接する３つの画素回路２Ａに、３原色（Ｒ，Ｇ，Ｂ）の各色に割り当てて、フルカラー表
示する場合を例示している。各画素回路２ＡのＯＬＥＤ３は、アクティブマトリクス基板
２０の上に、下から順に、反射金属層２１、ＩＴＯ（インジウムスズ酸化物）アノード電
極層２２、有機ＥＬ材料層２３、半透明のカソード電極層２４の積層構造を有し、カソー
ド電極層２４の上部にカラーフィルタ２５が配置されている。カソード電極層２４は、隣
接する画素回路２間で相互に接続し、画素回路アレイ１０Ａ内で一体化している。カソー
ド電極層２４には、カソード電源線ＣＳＬを介して画素回路アレイ１０Ａの外部から上記
基準電圧ＶＥ０が供給される。
【００３４】
　図３に示すように、３原色（Ｒ，Ｇ，Ｂ）の各色間で、ＩＴＯアノード電極層２２の膜
厚が異なり、反射金属層２１の表面からカソード電極層２４の裏面までの光路長が各色の
波長に応じて設定されている。各画素回路２の有機ＥＬ材料層２３で発光した光は、直接
カソード電極層２４を通過する光と、反射金属層２１で反射した後にカソード電極層２４
を通過する光が合成され、カラーフィルタ２５を通過して、図中の上方に向けて出射する
。尚、反射金属層２１とＩＴＯアノード電極層２２がオーミック接続しており、図示して
いないが、反射金属層２１が、第４内部ノードＮ４と電気的に接続している。
【００３５】
　図１に示すように、画素回路アレイ１０Ａには、列方向に延伸するｍ本のソース線ＳＬ
（ＳＬ１，ＳＬ２，……，ＳＬｍ）と、行方向に延伸するｎ本のゲート線ＧＬ（ＧＬ１，
ＧＬ２，……，ＧＬｎ）と、行方向に延伸するｎ本の第１制御線Ｃ１Ｌ（Ｃ１Ｌ１，Ｃ１
Ｌ２，……，Ｃ１Ｌｎ）と、行方向に延伸するｎ本の第２制御線Ｃ２Ｌ（Ｃ２Ｌ１，Ｃ２
Ｌ２，……，Ｃ２Ｌｎ）と、行方向に延伸するｎ本の第３制御線Ｃ３Ｌ（Ｃ３Ｌ１，Ｃ３
Ｌ２，……，Ｃ３Ｌｎ）が夫々形成されている。そして、列方向に延伸するｍ本のソース



(11) JP 2013-210407 A 2013.10.10

10

20

30

40

50

線（ＳＬ１，ＳＬ２，……，ＳＬｍ）と、行方向に延伸するｎ本のゲート線（ＧＬ１，Ｇ
Ｌ２，……，ＧＬｎ）が交差する箇所に、画素回路２Ａがマトリクス状に複数形成されて
いる。尚、ｍ、ｎは夫々２以上の自然数である。尚、便宜的に、各ソース線（ＳＬ１，Ｓ
Ｌ２，……，ＳＬｍ）を総称してソース線ＳＬと称し、各ゲート線（ＧＬ１，ＧＬ２，…
…，ＧＬｎ）を総称してゲート線ＧＬと称し、各第１制御線（Ｃ１Ｌ１，Ｃ１Ｌ２，……
，Ｃ１Ｌｎ）を総称して第１制御線Ｃ１Ｌと称し、各第２制御線（Ｃ２Ｌ１，Ｃ２Ｌ２，
……，Ｃ２Ｌｎ）を総称して第２制御線Ｃ２Ｌと称し、各第３制御線（Ｃ３Ｌ１，Ｃ３Ｌ
２，……，Ｃ３Ｌｎ）を総称して第３制御線Ｃ３Ｌと称す。
【００３６】
　表示制御回路１１は、各画素回路２Ａの容量素子Ｃ１の両端間に２階調以上の画素デー
タに応じた書き込み差電圧Ｖｈｌｄを保持させ、ＯＬＥＤ３に画素データに応じた発光電
流を流して発光させる書き込み発光動作を制御する回路である。書き込み発光動作時には
、表示制御回路１１は、外部の信号源から表示すべき画像を表すデータ信号Ｄｖとタイミ
ング信号Ｃｔを受け取り、当該信号Ｄｖ，Ｃｔに基づき、画像を画素回路アレイ１０Ａに
表示させるための信号として、ソースドライバ１２に与えるディジタル画像信号ＤＡ及び
データ側タイミング制御信号Ｓｔｃと、ゲートドライバ１３と制御線ドライバ１４に与え
る走査側タイミング制御信号Ｇｔｃを、夫々生成する。尚、表示制御回路１１は、その一
部または全部の回路が、ソースドライバ１２またはゲートドライバ１３内に形成されるの
も好ましい。
【００３７】
　本実施形態では、書き込み発光動作の動作期間は、初期設定期間Ｐ１とデータ書き込み
期間Ｐ２と発光期間Ｐ３の３つの連続する期間で構成されている。
【００３８】
　ソースドライバ１２は、表示制御回路１１からの制御により、各ソース線ＳＬに、所定
のタイミング及び所定の電圧値のソース信号を印加する回路である。ソースドライバ１２
は、データ書き込み期間Ｐ２には、ディジタル画像信号ＤＡ及びデータ側タイミング制御
信号Ｓｔｃに基づき、ディジタル信号ＤＡの表わす１表示ライン分の画素値に相当する各
列の輝度電圧Ｖｐｄｉｊ（ｉ＝１～ｎ，ｊ＝１～ｍ）をソース信号Ｓｃ１，Ｓｃ２，……
，Ｓｃｍとして生成し、対応するソース線ＳＬ１，ＳＬ２，……，ＳＬｍに印加する。当
該輝度電圧Ｖｐｄｉｊは、多階調のアナログ電圧（相互に離散した複数の電圧値）であり
、その電圧範囲は、最小輝度電圧Ｖｐｄｍｉｎ以上最大輝度電圧Ｖｐｄｍａｘ以下である
。ソースドライバ１２は、初期設定期間Ｐ１及びデータ書き込み期間Ｐ２における上述の
動作を、夫々１水平期間（「１Ｈ期間」ともいう）毎に繰り返す。
【００３９】
　尚、ソースドライバ１２は、後述する第２及び第３実施形態では、初期設定期間におい
て、各ソース線ＳＬに、カウンタバイアス（第３初期電圧に相当）として、アノード電源
線ＡＳＬに印加される電圧Ｖｄｄを印加する。
【００４０】
　ゲートドライバ１３は、表示制御回路１１からの制御により、各ゲート線ＧＬに、所定
のタイミング及び所定の電圧振幅のゲート信号を印加する回路である。ゲートドライバ１
３は、走査側タイミング制御信号Ｇｔｃに基づき、ソース信号Ｓｃ１，Ｓｃ２，……，Ｓ
ｃｍを各画素回路２Ａに書き込むために、ディジタル画像信号ＤＡの各フレーム期間にお
いて、ゲート線ＧＬ１，ＧＬ２，……，ＧＬｎをほぼ１水平期間ずつ順次選択する。尚、
ゲートドライバ１３は、画素回路２Ａと同様に、アクティブマトリクス基板２０上に、形
成されても構わない。第１実施形態では、ゲート線ＧＬの選択は、各水平期間のデータ書
き込み期間Ｐ２に実行される。
【００４１】
　制御線ドライバ１４は、表示制御回路１１からの制御により、走査側タイミング制御信
号Ｇｔｃに基づき、ゲート信号の発生タイミングと同期して、第１制御信号ＣＳ１１，Ｃ
Ｓ１２，……，ＣＳ１ｎを生成して、対応する第１制御線Ｃ１Ｌ１，Ｃ１Ｌ２，……，Ｃ
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１Ｌｎに夫々印加する第１制御線ドライバ１４ａと、第２制御信号ＣＳ２１，ＣＳ２２，
……，ＣＳ２ｎを生成して、対応する第２制御線Ｃ２Ｌ１，Ｃ２Ｌ２，……，Ｃ２Ｌｎに
夫々印加する第２制御線ドライバ１４ｂと、第３制御信号ＣＳ３１，ＣＳ３２，……，Ｃ
Ｓ３ｎを生成して、対応する第３制御線Ｃ３Ｌ１，Ｃ３Ｌ２，……，Ｃ３Ｌｎに夫々印加
する第３制御線ドライバ１４ｃを備えて構成される。尚、制御線ドライバ１４は、画素回
路２Ａと同様に、アクティブマトリクス基板２０上に、形成されても構わない。
【００４２】
　尚、ソース線ＳＬが「データ信号線」に対応し、ゲート線ＧＬが「走査信号線」に対応
する。ソースドライバ１２が「データ信号線駆動回路」に、ゲートドライバ１３が「走査
信号線駆動回路」に、第１制御線ドライバ１４ａが「第１制御線駆動回路」に、第２制御
線ドライバ１４ｂが「第２制御線駆動回路」に、第３制御線ドライバ１４ｃが「第３制御
線駆動回路」に、夫々対応する。
【００４３】
　次に、画素回路２Ａに対する書き込み発光動作について説明する。図４に、初期設定期
間Ｐ１とデータ書き込み期間Ｐ２と発光期間Ｐ３の各期間における、動作対象の１つの画
素回路２Ａに接続するゲート線ＧＬ、第１制御線Ｃ１Ｌ、第２制御線Ｃ２Ｌ、第３制御線
Ｃ３Ｌ、ソース線ＳＬ、第１内部ノードＮ１（第２トランジスタＴ２のソース電極）、第
３内部ノードＮ３（第２トランジスタＴ２のゲート電極）、及び、第４内部ノードＮ４（
ＯＬＥＤ３のアノード電極）の各電圧状態の遷移を模式的に示す。ｉ行目に配置された画
素回路２Ａに対する初期設定期間Ｐ１とデータ書き込み期間Ｐ２における処理は、或る１
フレーム期間のｉ番目の水平期間内に実行され、次の１フレーム期間のｉ番目の水平期間
が開始するまで、当該ｉ行目に配置された画素回路２Ａの発光期間Ｐ３が継続する。
【００４４】
　以下の説明では、ゲート線ＧＬ及び第１乃至第３制御線Ｃ１Ｌ～Ｃ３Ｌに印加される信
号電圧は、高電圧レベルの選択電圧ＶＨがアノード電源線ＡＳＬに印加される電圧Ｖｄｄ
に各トランジスタＴ１～Ｔ６の閾値電圧を加えた電圧（Ｖｄｄ＋Ｖｔｈ）より高電圧に、
低電圧レベルの非選択電圧ＶＬが負電圧に、夫々設定されている場合を想定し、また、電
圧Ｖｄｄは、最大輝度電圧Ｖｐｄｍａｘに第２トランジスタＴ２の閾値電圧Ｖｔｈ２を加
えた電圧（Ｖｐｄｍａｘ＋Ｖｔｈ２）より高電圧に設定されている場合を想定する。
【００４５】
　初期設定期間Ｐ１では、第１制御線Ｃ１Ｌと第３制御線Ｃ３Ｌに選択電圧ＶＨが印加さ
れ、第３、第５及び第６トランジスタＴ３，Ｔ５，Ｔ６がオン状態となり、ゲート線ＧＬ
と第２制御線Ｃ２Ｌに非選択電圧ＶＬが印加され、第１及び第４トランジスタＴ１，Ｔ４
がオフ状態となる。また、第１トランジスタＴ１がオフ状態を維持できる限りにおいて、
ソース線ＳＬには任意の電圧が印加可能である。この結果、第２及び第３内部ノードＮ２
，Ｎ３は電圧Ｖｄｄ（第１初期電圧に相当）に、第１内部ノードＮ１は電圧Ｖｄｄから閾
値電圧Ｖｔｈ２を差し引いた電圧（Ｖｄｄ－Ｖｔｈ２）まで夫々充電される。また、第４
ノードＮ４（ＯＬＥＤ３のアノード電極）の電圧は接地電圧（０Ｖ、第２初期電圧に相当
）となり、ＯＬＥＤ３は、アノード電極とカソード電極間の電圧が０Ｖと順バイアス状態
とならず、発光が阻止される。そして、容量素子Ｃ１の両端間の電圧はＶｄｄとなる。第
１内部ノードＮ１が電圧（Ｖｄｄ－Ｖｔｈ２）まで充電されると第２トランジスタＴ２は
自動的にオフ状態となる。
【００４６】
　データ書き込み期間Ｐ２では、ゲート線ＧＬと第３制御線Ｃ３Ｌに選択電圧ＶＨが印加
され、第１、第５及び第６トランジスタＴ１，Ｔ５，Ｔ６がオン状態となり、第１制御線
Ｃ１Ｌと第２制御線Ｃ２Ｌに非選択電圧ＶＬが印加され、第３及び第４トランジスタＴ３
，Ｔ４がオフ状態となる。また、ソース線ＳＬに輝度電圧Ｖｐｄが印加される。この結果
、第１内部ノードＮ１の電圧が電圧（Ｖｄｄ－Ｖｔｈ２）から輝度電圧Ｖｐｄに低下し、
第２トランジスタＴ２がオン状態となり、第２及び第３内部ノードＮ２，Ｎ３の電圧を電
圧Ｖｄｄから輝度電圧Ｖｐｄに閾値電圧Ｖｔｈ２を加えた書き込み電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ
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２）まで引き下げる。そして、容量素子Ｃ１の両端間の電圧は書き込み差電圧（Ｖｐｄ＋
Ｖｔｈ２－Ｖｓｓ）となる。本実施形態では、第１電源線ＶＳＬに印加される電圧Ｖｓｓ
として接地電圧（０Ｖ）を想定しているので、書き込み電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２）と書き
込み差電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２－Ｖｓｓ）は同電圧となる。以下、Ｖｓｓの項を無視する
。第３内部ノードＮ３の電圧が書き込み電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２）まで、第１内部ノード
Ｎ１の電圧が輝度電圧Ｖｐｄまで夫々低下すると第２トランジスタＴ２は自動的にオフ状
態となる。ここで、データ書き込み期間Ｐ２において、ＯＬＥＤ３のアノード電極とカソ
ード電極間の寄生容量Ｃｅｌの両端間の電圧は０Ｖに維持されているので、容量素子Ｃ１
の両端間に上記書き込み差電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２）を印加する動作に影響を与えること
はない。
【００４７】
　ここで、注目すべきは、初期設定期間Ｐ１において、第１及び第４トランジスタＴ１，
Ｔ４が夫々オフ状態に維持されるため、アノード電源線ＡＳＬからソース線ＳＬに至る電
流経路及びアノード電源線ＡＳＬからＯＬＥＤ３に至る電流経路が遮断されるため、第３
内部ノードの電圧を確実に最大輝度電圧Ｖｐｄｍａｘに閾値電圧Ｖｔｈ２を加えた電圧以
上に初期設定できる点である。これにより、データ書き込み期間Ｐ２において、輝度電圧
Ｖｐｄが、最大輝度電圧Ｖｐｄｍａｘまたはその近傍値であっても、容量素子Ｃ１の両端
間に上記書き込み差電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２）を確実に印加することが可能となる。
【００４８】
　発光期間Ｐ３では、第１制御線Ｃ１Ｌと第２制御線Ｃ２Ｌに選択電圧ＶＨが印加され、
第３及び第４トランジスタＴ３，Ｔ４がオン状態となり、ゲート線ＧＬと第３制御線Ｃ３
Ｌに非選択電圧ＶＬが印加され、第１、第５及び第６トランジスタＴ１，Ｔ５，Ｔ６がオ
フ状態となる。また、第１トランジスタＴ１がオフ状態を維持できる限りにおいて、ソー
ス線ＳＬには任意の電圧が印加可能である。この結果、アノード電源線ＡＳＬからＯＬＥ
Ｄ３に至る電流経路が形成され、第４内部ノードＮ４の電圧Ｖｓｓが接地電圧からＯＬＥ
Ｄ３の閾値電圧を超えて電圧ＶＰまで上昇し、ＯＬＥＤ３に発光電流が流れる。第４トラ
ンジスタＴ４がオン状態となり、第１内部ノードＮ１と第４内部ノードＮ４が短絡し、第
４トランジスタＴ４のドレイン・ソース間の電圧降下Ｖｄｓ４を無視できる程度に小さく
設定することで、第１内部ノードＮ１と第４内部ノードＮ４が略同電圧の電圧ＶＰとなる
。そうすると、容量素子Ｃ１の両端間の書き込み差電圧は（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２）を保持し
ているので、第３内部ノードＮ３の電圧は、電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２＋ＶＰ）まで上昇す
るが、第１内部ノードＮ１の電圧がＶＰであるので、第２トランジスタＴ２のゲート・ソ
ース間の発光制御電圧Ｖｇｓ２は（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２）となる。第２内部ノードＮ２の電
圧（第２トランジスタのドレイン電圧）は、電圧Ｖｄｄから第３トランジスタＴ３に流れ
る発光電流による第３トランジスタＴ３のドレイン・ソース間の電圧降下Ｖｄｓ３を差し
引いた電圧（Ｖｄｄ－Ｖｄｓ３）となるが、当該バイアス条件で、第２トランジスタが飽
和領域で動作するように電圧Ｖｄｄ及び電圧降下Ｖｄｓ３が調整されている。従って、第
２トランジスタＴ２のドレイン・ソース間に流れる発光電流は、{（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２）
－Ｖｔｈ２｝の二乗、つまり、Ｖｐｄ２に比例した電流値となる。つまり、ＯＬＥＤ３に
流れる発光電流は、第２トランジスタＴ２の閾値電圧Ｖｔｈ２及びＯＬＥＤ３の電気的特
性の影響を受ける第１内部ノードＮ１及び第４内部ノードＮ４の電圧の影響を受けること
なく、データ書き込み期間Ｐ２に第１内部ノードＮ１に印加された輝度電圧Ｖｐｄのみに
依存する電流値となる。以上の結果、ＯＬＥＤ３は、当該発光電流が流れることによって
、輝度電圧Ｖｐｄに応じた輝度で発光する。
【００４９】
　上述したように、或る１行の画素回路２Ａの発光期間Ｐ３に、他の行の画素回路２Ａの
初期設定期間Ｐ１とデータ書き込み期間Ｐ２における処理が順次行われる。このため、或
る１行の画素回路２Ａの初期設定期間Ｐ１とデータ書き込み期間Ｐ２における他の行の画
素回路２Ａのゲート線ＧＬ及び第１乃至第３制御線Ｃ１Ｌ～Ｃ３Ｌに印加される信号電圧
は、上記発光期間Ｐ３における電圧印加条件と同じである。
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【００５０】
　［第２実施形態］
　図５に、第２実施形態に係る表示装置１Ｂの概略構成を示す。また、図６に、第２実施
形態に係る画素回路２Ｂの等価回路図を示す。以下、表示装置１Ｂ及び画素回路２Ｂの回
路構成及びその動作を説明する。尚、第１実施形態と共通する部分については重複する説
明は省略する。
【００５１】
　表示装置１Ｂは、画素回路アレイ１０Ｂ、表示制御回路１１、ソースドライバ１２、ゲ
ートドライバ１３、及び、制御線ドライバ１４を備える。画素回路アレイ１０Ｂは、アク
ティブマトリクス基板上に、画素回路２Ｂを行方向及び列方向に夫々複数配置して構成さ
れる。尚、図５では、図面が煩雑になるのを避けるため、画素回路２Ｂはブロック化して
表示している。
【００５２】
　図６に示すように、画素回路２Ｂは、第１実施形態の画素回路２Ａと同様に、有機ＥＬ
素子（ＯＬＥＤ）３と、第１乃至第６トランジスタＴ１～Ｔ６と、容量素子Ｃ１を備えて
構成される。画素回路２Ｂの画素回路２Ａからの相違点は、第５トランジスタＴ５と第６
トランジスタＴ６の各ゲート電極が第３制御線Ｃ３Ｌに代えてゲート線ＧＬに接続してい
る点である。その他の回路構成は、画素回路２Ａと全く同じである。従って、第２実施形
態では、画素回路アレイ１０Ｂには、行方向に延伸するｎ本の第３制御線Ｃ３Ｌ（Ｃ３Ｌ
１，Ｃ３Ｌ２，……，Ｃ３Ｌｎ）が形成されていない。従って、制御線ドライバ１４は、
第１制御線ドライバ１４ａと第２制御線ドライバ１４ｂだけで構成され、第３制御線ドラ
イバ１４ｃを備えていない。上記以外は、第１実施形態と全く同じ回路構成である。
【００５３】
　次に、画素回路２Ｂに対する書き込み発光動作について説明する。図７に、初期設定期
間Ｐ１とデータ書き込み期間Ｐ２と発光期間Ｐ３の各期間における、動作対象の１つの画
素回路２Ｂに接続するゲート線ＧＬ、第１制御線Ｃ１Ｌ、第２制御線Ｃ２Ｌ、ソース線Ｓ
Ｌ、第１内部ノードＮ１（第２トランジスタＴ２のソース電極）、第３内部ノードＮ３（
第２トランジスタＴ２のゲート電極）、及び、第４内部ノードＮ４（ＯＬＥＤ３のアノー
ド電極）の各電圧状態の遷移を模式的に示す。ｉ行目に配置された画素回路２Ｂに対する
初期設定期間Ｐ１とデータ書き込み期間Ｐ２における処理は、或る１フレーム期間のｉ番
目の水平期間内に実行され、次の１フレーム期間のｉ番目の水平期間が開始するまで、当
該ｉ行目に配置された画素回路２Ｂの発光期間Ｐ３が継続する。
【００５４】
　以下の説明では、ゲート線ＧＬ、第１及び第２制御線Ｃ１Ｌ，Ｃ２Ｌに夫々印加される
選択電圧ＶＨと非選択電圧ＶＬは、第１実施形態と同じである。
【００５５】
　初期設定期間Ｐ１では、ゲート線ＧＬと第１制御線Ｃ１Ｌに選択電圧ＶＨが印加され、
第１、第３、第５及び第６トランジスタＴ１，Ｔ３，Ｔ５，Ｔ６がオン状態となり、第２
制御線Ｃ２Ｌに非選択電圧ＶＬが印加され、第４トランジスタＴ４がオフ状態となる。ま
た、ソース線ＳＬに、カウンタバイアス（第３初期電圧に相当）として電圧Ｖｄｄが印加
される。この結果、第２及び第３内部ノードＮ２，Ｎ３は電圧Ｖｄｄ（第１初期電圧に相
当）に、第１内部ノードＮ１は電圧Ｖｄｄに、夫々充電される。また、第４ノードＮ４（
ＯＬＥＤ３のアノード電極）の電圧は接地電圧（０Ｖ、第２初期電圧に相当）となり、Ｏ
ＬＥＤ３は、アノード電極とカソード電極間の電圧が０Ｖと順バイアス状態とならず、発
光が阻止される。そして、容量素子Ｃ１の両端間の電圧はＶｄｄとなる。第１内部ノード
Ｎ１のドレイン・ソース間電圧が閾値電圧Ｖｔｈ２より低電圧となるので、第２トランジ
スタＴ２はオフ状態となる。尚、ソース線ＳＬに印加する当該カウンタバイアスは、第２
トランジスタＴ２がオフ状態を維持できる限りにおいて、電圧Ｖｄｄに限定されるもので
はなく、電圧Ｖｄｄから閾値電圧Ｖｔｈ２を差し引いた電圧（Ｖｄｄ－Ｖｔｈ２）以上で
あれば良い。
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【００５６】
　データ書き込み期間Ｐ２では、ゲート線ＧＬに選択電圧ＶＨが印加され、第１、第５及
び第６トランジスタＴ１，Ｔ５，Ｔ６がオン状態となり、第１制御線Ｃ１Ｌと第２制御線
Ｃ２Ｌに非選択電圧ＶＬが印加され、第３及び第４トランジスタＴ３，Ｔ４がオフ状態と
なる。また、ソース線ＳＬに輝度電圧Ｖｐｄが印加される。この結果、第１内部ノードＮ
１の電圧が電圧Ｖｄｄから輝度電圧Ｖｐｄに低下し、第２トランジスタＴ２がオン状態と
なり、第２及び第３内部ノードＮ２，Ｎ３の電圧を電圧Ｖｄｄから輝度電圧Ｖｐｄに閾値
電圧Ｖｔｈ２を加えた書き込み電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２）まで引き下げる。そして、容量
素子Ｃ１の両端間の電圧は書き込み差電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２－Ｖｓｓ）となる。第２実
施形態でも、第１電源線ＶＳＬに印加される電圧Ｖｓｓとして接地電圧（０Ｖ）を想定し
ているので、書き込み電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２）と書き込み差電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２－
Ｖｓｓ）は同電圧となる。以下、Ｖｓｓの項を無視する。第３内部ノードＮ３の電圧が書
き込み電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２）まで、第１内部ノードＮ１の電圧が輝度電圧Ｖｐｄまで
夫々低下すると第２トランジスタＴ２は自動的にオフ状態となる。ここで、データ書き込
み期間Ｐ２において、ＯＬＥＤ３のアノード電極とカソード電極間の寄生容量Ｃｅｌの両
端間の電圧は０Ｖに維持されているので、容量素子Ｃ１の両端間に上記電圧（Ｖｐｄ＋Ｖ
ｔｈ２）を印加する動作に影響を与えることはない。
【００５７】
　ここで、注目すべきは、初期設定期間Ｐ１において、第２及び第４トランジスタＴ１，
Ｔ４が夫々オフ状態に維持されるため、アノード電源線ＡＳＬからソース線ＳＬに至る電
流経路及びアノード電源線ＡＳＬからＯＬＥＤ３に至る電流経路が遮断されるため、第３
内部ノードの電圧を確実に最大輝度電圧Ｖｐｄｍａｘに閾値電圧Ｖｔｈ２を加えた電圧以
上に初期設定できる点である。これにより、データ書き込み期間Ｐ２において、輝度電圧
Ｖｐｄが、最大輝度電圧Ｖｐｄｍａｘまたはその近傍値であっても、容量素子Ｃ１の両端
間に上記書き込み差電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２）を確実に印加することが可能となる。
【００５８】
　発光期間Ｐ３では、第１制御線Ｃ１Ｌと第２制御線Ｃ２Ｌに選択電圧ＶＨが印加され、
第３及び第４トランジスタＴ３，Ｔ４がオン状態となり、ゲート線ＧＬに非選択電圧ＶＬ
が印加され、第１、第５及び第６トランジスタＴ１，Ｔ５，Ｔ６がオフ状態となる。また
、第１トランジスタＴ１がオフ状態を維持できる限りにおいて、ソース線ＳＬには任意の
電圧が印加可能である。この結果、アノード電源線ＡＳＬからＯＬＥＤ３に至る電流経路
が形成され、第４内部ノードＮ４の電圧Ｖｓｓが接地電圧からＯＬＥＤ３の閾値電圧を超
えて電圧ＶＰまで上昇し、ＯＬＥＤ３に発光電流が流れる。発光期間Ｐ３の状態は、第１
実施形態と同じであるので、重複する説明は省略する。
【００５９】
　［第３実施形態］
　図８に、第３実施形態に係る表示装置１Ｃの概略構成を示す。また、図９に、第３実施
形態に係る画素回路２Ｃの等価回路図を示す。以下、表示装置１Ｃ及び画素回路２Ｃの回
路構成及びその動作を説明する。尚、第１及び第２実施形態と共通する部分については重
複する説明は省略する。
【００６０】
　表示装置１Ｃは、画素回路アレイ１０Ｃ、表示制御回路１１、ソースドライバ１２、ゲ
ートドライバ１３、及び、制御線ドライバ１４を備える。画素回路アレイ１０Ｃは、アク
ティブマトリクス基板上に、画素回路２Ｃを行方向及び列方向に夫々複数配置して構成さ
れる。尚、図８では、図面が煩雑になるのを避けるため、画素回路２Ｃはブロック化して
表示している。
【００６１】
　図９に示すように、画素回路２Ｃは、第１実施形態の画素回路２Ａ及び第２実施形態の
画素回路２Ｂと同様に、有機ＥＬ素子（ＯＬＥＤ）３と、第１乃至第６トランジスタＴ１
～Ｔ６と、容量素子Ｃ１を備えて構成される。画素回路２Ｃの画素回路２Ａからの相違点
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は、第５トランジスタＴ５と第６トランジスタＴ６の各ゲート電極が第３制御線Ｃ３Ｌに
代えてゲート線ＧＬに接続している点（第１の相違点）、第６トランジスタＴ６のソース
電極が第１電源線ＶＳＬに代えてアノード電源線ＡＳＬに接続している点（第２の相違点
）、及び、ＯＬＥＤ３のカソード電極が、行毎に設けられた行方向に延伸するカソード電
源線ＣＳＬ（ＣＳＬ１，ＣＳＬ２，……，ＣＳＬｎ）に接続し、初期設定期間Ｐ１及びデ
ータ書き込み期間Ｐ２に所定の基準電圧ＶＥ０に代えてアノード電源線ＡＳＬに印加され
る電圧Ｖｄｄが印加される点（第３の相違点）である。その他の回路構成は、画素回路２
Ａと全く同じである。また、画素回路２Ｃの画素回路２Ｂからの相違点は、上記第２及び
第３の相違点である。
【００６２】
　従って、第３実施形態では、第２実施形態と同様に、画素回路アレイ１０Ｃには、行方
向に延伸するｎ本の第３制御線Ｃ３Ｌ（Ｃ３Ｌ１，Ｃ３Ｌ２，……，Ｃ３Ｌｎ）が形成さ
れていない。しかし、第１及び第２実施形態と異なり、画素回路アレイ１０Ｃには、行方
向に延伸するｎ本のカソード電源線ＣＳＬ（ＣＳＬ１，ＣＳＬ２，……，ＣＳＬｎ）が形
成されている。従って、制御線ドライバ１４は、第２実施形態と同様に、第１制御線ドラ
イバ１４ａと第２制御線ドライバ１４ｂだけで構成され、第３制御線ドライバ１４ｃを備
えていない。また、表示装置１Ｃは、表示制御回路１１から出力される走査側タイミング
制御信号Ｇｔｃに基づき、各カソード電源線ＣＳＬに、電圧Ｖｄｄと基準電圧ＶＥ０を選
択的に印加するカソード電源線ドライバ１５を別途備える。上記以外は、第１または第２
実施形態と全く同じ回路構成である。
【００６３】
　次に、画素回路２Ｃに対する書き込み発光動作について説明する。図１０に、初期設定
期間Ｐ１とデータ書き込み期間Ｐ２と発光期間Ｐ３の各期間における、動作対象の１つの
画素回路２Ｃに接続するゲート線ＧＬ、第１制御線Ｃ１Ｌ、第２制御線Ｃ２Ｌ、ソース線
ＳＬ、カソード電源線ＣＳＬ、第１内部ノードＮ１（第２トランジスタＴ２のソース電極
）、第３内部ノードＮ３（第２トランジスタＴ２のゲート電極）、及び、第４内部ノード
Ｎ４（ＯＬＥＤ３のアノード電極）の各電圧状態の遷移を模式的に示す。ｉ行目に配置さ
れた画素回路２Ｃに対する初期設定期間Ｐ１とデータ書き込み期間Ｐ２における処理は、
或る１フレーム期間のｉ番目の水平期間内に実行され、次の１フレーム期間のｉ番目の水
平期間が開始するまで、当該ｉ行目に配置された画素回路２Ｃの発光期間Ｐ３が継続する
。
【００６４】
　以下の説明では、ゲート線ＧＬ、第１及び第２制御線Ｃ１Ｌ，Ｃ２Ｌに夫々印加される
選択電圧ＶＨと非選択電圧ＶＬは、第１及び第２実施形態と同じである。
【００６５】
　初期設定期間Ｐ１では、ゲート線ＧＬと第１制御線Ｃ１Ｌに選択電圧ＶＨが印加され、
第１、第３、第５及び第６トランジスタＴ１，Ｔ３，Ｔ５，Ｔ６がオン状態となり、第２
制御線Ｃ２Ｌに非選択電圧ＶＬが印加され、第４トランジスタＴ４がオフ状態となる。ま
た、ソース線ＳＬに、第１のカウンタバイアス（第３初期電圧に相当）として電圧Ｖｄｄ
が、カソード電源線ＣＳＬに、第２のカウンタバイアス（第４初期電圧に相当）として電
圧Ｖｄｄが夫々印加される。この結果、第２及び第３内部ノードＮ２，Ｎ３は電圧Ｖｄｄ
に、第１内部ノードＮ１は電圧Ｖｄｄ（上記第１のカウンタバイアス）に、夫々充電され
る。また、第４ノードＮ４（ＯＬＥＤ３のアノード電極）の電圧は電圧Ｖｄｄとなる。そ
して、容量素子Ｃ１の両端間の電圧はＶｄｄとなる。第１内部ノードＮ１のドレイン・ソ
ース間電圧が閾値電圧Ｖｔｈ２より低電圧となるので、第２トランジスタＴ２はオフ状態
となる。更に、ＯＬＥＤ３のカソード電極にも電圧Ｖｄｄ（上記第２のカウンタバイアス
）が、印加されるので、ＯＬＥＤ３は、アノード電極とカソード電極間の電圧が０Ｖと順
バイアス状態とならず、発光が阻止される。尚、ソース線ＳＬに印加する当該第１のカウ
ンタバイアスは、第２トランジスタＴ２がオフ状態を維持できる限りにおいて、電圧Ｖｄ
ｄに限定されるものではなく、電圧Ｖｄｄから閾値電圧Ｖｔｈ２を差し引いた電圧（Ｖｄ
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ｄ－Ｖｔｈ２）以上であれば良い。
【００６６】
　データ書き込み期間Ｐ２では、ゲート線ＧＬに選択電圧ＶＨが印加され、第１、第５及
び第６トランジスタＴ１，Ｔ５，Ｔ６がオン状態となり、第１制御線Ｃ１Ｌと第２制御線
Ｃ２Ｌに非選択電圧ＶＬが印加され、第３及び第４トランジスタＴ３，Ｔ４がオフ状態と
なる。また、ソース線ＳＬに輝度電圧Ｖｐｄが印加され、カソード電源線ＣＳＬに引き続
き第２のカウンタバイアスとして電圧Ｖｄｄが印加される。この結果、第１内部ノードＮ
１の電圧が電圧Ｖｄｄから輝度電圧Ｖｐｄに低下し、第２トランジスタＴ２がオン状態と
なり、第２及び第３内部ノードＮ２，Ｎ３の電圧を電圧Ｖｄｄから輝度電圧Ｖｐｄに閾値
電圧Ｖｔｈ２を加えた書き込み電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２）まで引き下げる。そして、容量
素子Ｃ１の両端間の電圧は書き込み差電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２－Ｖｓｓ）となる。第２実
施形態でも、第１電源線ＶＳＬに印加される電圧Ｖｓｓとして接地電圧（０Ｖ）を想定し
ているので、書き込み電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２）と書き込み差電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２－
Ｖｓｓ）は同電圧となる。以下、Ｖｓｓの項を無視する。第３内部ノードＮ３の電圧が書
き込み電圧（Ｖｐｄ＋Ｖｔｈ２）まで、第１内部ノードＮ１の電圧が輝度電圧Ｖｐｄまで
夫々低下すると第２トランジスタＴ２は自動的にオフ状態となる。ここで、データ書き込
み期間Ｐ２において、ＯＬＥＤ３のアノード電極とカソード電極間の寄生容量Ｃｅｌの両
端間の電圧は０Ｖに維持されているので、容量素子Ｃ１の両端間に上記電圧（Ｖｐｄ＋Ｖ
ｔｈ２）を印加する動作に影響を与えることはない。また、ＯＬＥＤ３は、引き続きアノ
ード電極とカソード電極間の電圧が０Ｖと順バイアス状態とならず、発光が阻止される。
【００６７】
　発光期間Ｐ３では、第１制御線Ｃ１Ｌと第２制御線Ｃ２Ｌに選択電圧ＶＨが印加され、
第３及び第４トランジスタＴ３，Ｔ４がオン状態となり、ゲート線ＧＬに非選択電圧ＶＬ
が印加され、第１、第５及び第６トランジスタＴ１，Ｔ５，Ｔ６がオフ状態となる。また
、第１トランジスタＴ１がオフ状態を維持できる限りにおいて、ソース線ＳＬには任意の
電圧が印加可能である。カソード電源線ＣＳＬに基準電圧ＶＥ０（０Ｖ）が印加される。
この結果、アノード電源線ＡＳＬからＯＬＥＤ３に至る電流経路が形成され、第４内部ノ
ードＮ４の電圧が電圧Ｖｄｄから電圧ＶＰまで低下し、ＯＬＥＤ３に発光電流が流れる。
発光期間Ｐ３の状態は、第１実施形態と同じであるので、重複する説明は省略する。
【００６８】
　［第４実施形態］
　上記第３実施形態では、画素回路２Ｃは、第１実施形態の画素回路２Ａとは、上述の第
１乃至第３の相違点で相違し、第２実施形態の画素回路２Ｂとは、上述の第２乃至第３の
相違点で相違している。そこで、画素回路２Ａ～２Ｃの変形例（第４実施形態）として、
図１１に示すように、第１実施形態の画素回路２Ａと、上述の第２乃至第３の相違点で相
違している画素回路２Ｄも使用することができる。この場合、アクティブマトリクス基板
上に、画素回路２Ｃを行方向及び列方向に夫々複数配置して構成される画素回路アレイ１
０Ｄには、行毎に、行方向に延伸するｎ本の第３制御線Ｃ３Ｌ（Ｃ３Ｌ１，Ｃ３Ｌ２，…
…，Ｃ３Ｌｎ）と、行方向に延伸するｎ本のカソード電源線ＣＳＬ（ＣＳＬ１，ＣＳＬ２
，……，ＣＳＬｎ）が、夫々形成されることになる。従って、第４実施形態では、画素回
路アレイ１０Ｄを備える表示装置１Ｄは、図１２に示すように、制御線ドライバ１４内に
第３制御線ドライバ１４ｃを備え、更に、カソード電源線ドライバ１５も備える構成とな
る。
【００６９】
　ここで、画素回路２Ｄに対する書き込み発光動作は、カソード電源線ドライバ１５に対
する電圧制御は、第３実施形態と同じとなり、カソード電源線ドライバ１５に対する電圧
制御以外は、第１実施形態と同じであるので、重複する説明は割愛する。
【００７０】
　［別実施形態］
　以下に、別実施形態につき説明する。
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【００７１】
〈１〉　上記各実施形態における書き込み発光動作では、初期設定期間Ｐ１とデータ書き
込み期間Ｐ２における処理は、或る１フレーム期間のｉ番目の水平期間内に実行され、次
の１フレーム期間のｉ番目の水平期間が開始するまで、当該ｉ行目に配置された画素回路
２Ａ～２Ｃの発光期間Ｐ３が継続する場合について説明した。
【００７２】
　上述の第１及び第４実施形態では、初期設定期間Ｐ１におけるソース線ＳＬの印加電圧
は、第１トランジスタＴ１がオフ状態を維持できる限りにおいて、任意の電圧を取り得る
。つまり、ソース線ＳＬに印加される輝度電圧Ｖｐｄの電圧範囲において、ゲート線ＧＬ
に印加される非選択電圧ＶＬを、第１トランジスタＴ１がオフ状態を維持できる電圧範囲
内に設定することで、ｉ行目に配置された画素回路２Ａ，２Ｄの初期設定期間Ｐ１と（ｉ
－１）行目に配置された画素回路２Ａ，２Ｄのデータ書き込み期間Ｐ２を、各期間の一部
または全部を時間的に重複させて実行することが可能である。従って、（ｉ－１）行目に
配置された画素回路２Ａ，２Ｄの初期設定期間Ｐ１の終了後に、（ｉ－１）行目に配置さ
れた画素回路２Ａ，２Ｄのデータ書き込み期間Ｐ２を開始するとともに、ｉ行目に配置さ
れた画素回路２Ａ，２Ｄの初期設定期間Ｐ１を開始するようにしても良い。尚、（ｉ－１
）行目に配置された画素回路２Ａのデータ書き込み期間Ｐ２及びｉ行目に配置された画素
回路２Ａの初期設定期間Ｐ１が夫々開始するのと同時またはその以前に、（ｉ－２）行目
に配置された画素回路２Ａ，２Ｄの発光期間Ｐ３が開始する。
【００７３】
　尚、上記第２及び第３実施形態では、初期設定期間Ｐ１において、ソース線ＳＬにカウ
ンタバイアスとして電圧Ｖｄｄを印加する必要から、ｉ行目に配置された画素回路２Ｂ，
２Ｃの初期設定期間Ｐ１と（ｉ－１）行目に配置された画素回路２Ｂ，２Ｃのデータ書き
込み期間Ｐ２を、各期間の一部または全部を時間的に重複させて実行することはできない
。
【００７４】
〈２〉　上記第１実施形態の画素回路２Ａでは、第５トランジスタＴ５と第６トランジス
タＴ６の各ゲート電極が第３制御線Ｃ３Ｌに接続し、上記第２実施形態の画素回路２Ｂで
は、第５トランジスタＴ５と第６トランジスタＴ６の各ゲート電極がゲート線ＧＬに接続
していた。第２実施形態の画素回路２Ｂに対して、第５トランジスタＴ５と第６トランジ
スタＴ６の一方のゲートを第３制御線Ｃ３Ｌに接続し、他方のゲートをゲート線ＧＬに接
続する構成も可能である。この場合の書き込み発光動作は、ゲート線ＧＬと第３制御線Ｃ
３Ｌを全く同様に制御することで、第２実施形態と同様になる。また、第３実施形態の画
素回路２Ｃに対して、第５トランジスタＴ５と第６トランジスタＴ６の一方のゲートを第
３制御線Ｃ３Ｌに接続し、他方のゲートをゲート線ＧＬに接続する構成も可能である。こ
の場合の書き込み発光動作は、ゲート線ＧＬと第３制御線Ｃ３Ｌを全く同様に制御するこ
とで、第３実施形態と同様になる。
【００７５】
〈３〉　上記各実施形態では、ゲート線ＧＬ及び第１乃至第３制御線Ｃ１Ｌ～Ｃ３Ｌに印
加される高電圧レベルの選択電圧ＶＨと、低電圧レベルの非選択電圧ＶＬは、夫々、各信
号線間で同じ電圧値である場合を想定したが、選択電圧ＶＨと非選択電圧ＶＬを、夫々、
信号線毎に個別に設定しても良い。一例として、第１実施形態の画素回路２Ａでは、初期
設定期間Ｐ１において、ソース線ＳＬにカウンタバイアスとして電圧Ｖｄｄを印加する必
要がないので、選択電圧ＶＨとして、必ずしも、電圧（Ｖｄｄ＋Ｖｔｈ）より高電圧に設
定しなくても良い。
【００７６】
〈４〉　上記第１及び第４実施形態の画素回路２Ａ，２Ｄでは、初期設定期間Ｐ１におい
て、第１トランジスタＴ１をオフ状態にするために、ゲート線ＧＬに非選択電圧ＶＬを印
加したが、これに代えて、選択電圧ＶＨを印加して、同時にソース線ＳＬにカウンタバイ
アスとして、選択電圧ＶＨまたはその近傍の高電圧を印加して、第１トランジスタＴ１を
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オフ状態にしても良い。
【００７７】
　更に、上記第２及び第３実施形態の画素回路２Ｂ，２Ｃでは、初期設定期間Ｐ１におい
て、第１トランジスタＴ１をオン状態とした上で、ソース線ＳＬにカウンタバイアスとし
て電圧Ｖｄｄを印加して、第２トランジスタＴ２をオフ状態としたが、これに代えて、ソ
ース線ＳＬにカウンタバイアスとして、選択電圧ＶＨまたはその近傍の高電圧を印加して
、第１トランジスタＴ１をオフ状態にしても良い。
【００７８】
〈５〉　上記各実施形態では、画素回路２Ａ～２Ｄを構成する６つの薄膜トランジスタＴ
１～Ｔ６は、何れもｎチャネル型の酸化物半導体薄膜トランジスタで形成される場合を想
定し、特に、酸化物半導体として、ＩｎＧａＺｎＯを想定した。しかし、薄膜トランジス
タＴ１，Ｔ３～Ｔ６の導電型は必ずしもｎチャネル型に限定されるものではない。薄膜ト
ランジスタＴ１，Ｔ３～Ｔ６はｐチャネル型であっても良い。また、薄膜トランジスタＴ
１～Ｔ６は、必ずしも、酸化物半導体薄膜トランジスタで形成されなくても良い。
【００７９】
〈６〉　上記各実施形態では、画素回路２Ａ～２Ｄ内に設ける発光素子として有機ＥＬ素
子（ＯＬＥＤ）の使用を想定したが、当該発光素子としては、第２トランジスタＴ２によ
って当該発光素子のアノード電極からカソード電極に向けて流れる発光電流を制御するこ
とで発光輝度が制御される発光素子であれば、有機ＥＬ素子に限定されるものではない。
また、当該発光素子が整流性を有していることは必要な条件とはならない。
【符号の説明】
【００８０】
　１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ：　表示装置
　２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，２Ｄ：　画素回路
　３：　　　有機ＥＬ素子（発光素子）
　１０Ａ、１０Ｂ，１０Ｃ，１０Ｄ：　画素回路アレイ
　１１：　　表示制御回路
　１２：　　ソースドライバ
　１３：　　ゲートドライバ
　１４：　　制御線ドライバ
　１４ａ：　第１制御線ドライバ
　１４ｂ：　第２制御線ドライバ
　１４ｃ：　第３制御線ドライバ
　１５：　　カソード電源線ドライバ
　２０：　　アクティブマトリクス基板
　２１：　　反射金属層
　２２：　　ＩＴＯアノード電極層
　２３：　　有機ＥＬ材料層
　２４：　　カソード電極層
　２５：　　カラーフィルタ
　ＡＳＬ：　アノード電源線
　Ｃ１：　　容量素子
　Ｃ１Ｌ（Ｃ１Ｌ１，Ｃ１Ｌ２，……，Ｃ１Ｌｎ）：　第１制御線
　Ｃ２Ｌ（Ｃ２Ｌ１，Ｃ２Ｌ２，……，Ｃ２Ｌｎ）：　第２制御線
　Ｃ３Ｌ（Ｃ３Ｌ１，Ｃ３Ｌ２，……，Ｃ３Ｌｎ）：　第３制御線
　Ｃｅｌ：　有機ＥＬ素子のアノード電極の寄生容量
　ＣＳＬ（ＣＳＬ１，ＣＳＬ２，……，ＣＳＬｎ）：　カソード電源線
　Ｃｔ：　　タイミング信号
　ＤＡ：　　ディジタル画像信号
　Ｄｖ：　　データ信号
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　ＧＬ（ＧＬ１，ＧＬ２，……，ＧＬｎ）：　ゲート線
　Ｇｔｃ：　走査側タイミング制御信号
　Ｐ１：　　初期設定期間
　Ｐ２：　　データ書き込み期間
　Ｐ３：　　発光期間
　Ｎ１：　　第１内部ノード（第２トランジスタのソース電極）
　Ｎ２：　　第２内部ノード（第２トランジスタのドレイン電極）
　Ｎ３：　　第３内部ノード（第２トランジスタのゲート電極）
　Ｎ４：　　第４内部ノード（有機ＥＬ素子のアノード電極）
　ＳＬ（ＳＬ１，ＳＬ２，……，ＳＬｍ）：　ソース線
　Ｓｔｃ：　データ側タイミング制御信号
　Ｔ１：　　第１トランジスタ（転送トランジスタ）
　Ｔ２：　　第２トランジスタ（駆動トランジスタ）
　Ｔ３：　　第３トランジスタ（第１スイッチ回路）
　Ｔ４：　　第４トランジスタ（第２スイッチ回路）
　Ｔ５：　　第５トランジスタ（第３スイッチ回路）
　Ｔ６：　　第６トランジスタ（第４スイッチ回路）
　ＶＥ０：　有機ＥＬ素子のカソード電極に印加される基準電圧
　Ｖｄｄ：　アノード電源線に印加される電圧
　ＶＨ：　　選択電圧
　ＶＬ：　　非選択電圧
　ＶＰ：　　発光期間中の第１及び第４内部ノードの電圧
　ＶＳＬ：　第１電源線
　Ｖｓｓ：　第１電源線に印加される電圧（接地電圧）

【図１】 【図２】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种当有机EL元件的驱动晶体管为n沟道型时能够稳定
地控制发光亮度的像素电路。 第一晶体管T1的漏极，源极和栅极连接到
数据信号线SL，节点N1和扫描信号线GL，第二晶体管T2的漏极，源极
和栅极连接到节点N2，节点N1和节点N3， 第三晶体管T3的漏极，源极
和栅极在阳极电源线ASL，节点N2和第一控制线C1L上，并且第四晶体
管T4的漏极，源极和栅极在节点N1，节点N4和第二控制线C2L上， 第
五晶体管T5的漏极，源极和栅极连接到节点N2，N3和第三控制线C3L，
并且第六晶体管T6的漏极，源极和栅极连接到节点N4，第一电源线VSL
和第三控制线C3L。 ，并且电容元件C1插入在节点N3和节点N4之间以
形成像素电路2A。 [选择图]图2
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